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(57)摘要

本文提供耦接射频功率及直流功率至电极

的电容组件及包含所述电容组件的基板支撑件

的实施方式。在一些实施方式中，电容组件包含：

第一导电板，以接收来自RF功率源的RF功率，第

一导电板包含中心孔；至少一个电容，所述至少

一个电容耦接至第一导电板并围绕中心孔；及第

二导电板，第二导电板经由至少一个电容电性耦

接至第一导电板，且第二导电板包含输入接嘴及

至少一个输出接嘴，输入接嘴接收来自DC功率源

的DC功率，至少一个输出接嘴将RF及DC功率耦接

至电极。
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1.一种用于将射频(RF)与直流(DC)功率耦合至电极的电容组件，所述电容组件包括：

第一导电板，所述第一导电板用以接收来自射频(RF)功率源的射频(RF)功率，所述第

一导电板包含中心孔；

至少一个电容，所述至少一个电容耦接至所述第一导电板并围绕所述中心孔；及

第二导电板，所述第二导电板经由所述至少一个电容耦接至所述第一导电板，所述第

二导电板包含输入接嘴及至少一个输出接嘴，所述输入接嘴用以接收来自直流(DC)功率源

的直流(DC)功率，所述至少一个输出接嘴用以将所述射频(RF)功率及所述直流(DC)功率耦

合至电极。

2.如权利要求1所述的电容组件，其中所述第一导电板是圆形的。

3.如权利要求1或2任一项所述的电容组件，其中所述至少一个电容为管状电容。

4.如权利要求1或2的任一项所述的电容组件，其中所述至少一个电容是围绕所述中心

孔而径向设置的多个电容。

5.如权利要求4所述的电容组件，所述电容组件进一步包括：

中间导电板；及

多个第二电容，所述多个第二电容耦接至所述中间导电板，

其中所述多个电容设置于所述第一导电板和所述中间导电板之间，且

其中所述多个第二电容设置于所述中间导电板和所述第二导电板之间。

6.如权利要求1或2任一项所述的电容组件，所述电容组件进一步包括：

第三导电板，所述第三导电板将所述射频(RF)功率耦合至所述第一导电板；

其中所述第一导电板的所述中心孔经攻丝，以接收对应螺纹的螺栓，所述螺栓将所述

第三导电板耦接至所述第一导电板。

7.如权利要求6所述的电容组件，其中所述第一导电板包括槽，所述槽包含垫圈，以增

加所述第三导电板和所述第一导电板间的表面接触。

8.如权利要求1或2任一项所述的电容组件，其中所述至少一个输出接嘴包括多个输出

接嘴。

9.如权利要求8所述的电容组件，其中所述多个输出接嘴的各个输出接嘴耦接至各自

的电极。

10.一种基板支撑组件，所述基板支撑组件包括：

基板支撑件，所述基板支撑件包含至少一个电极；及

至少一个电容组件，所述至少一个电容组件电性耦接至所述至少一个电极，所述至少

一个电容组件包括如权利要求1-9任一项所述的电容组件。

11.如权利要求10所述的基板支撑组件，所述基板支撑组件进一步包括：

耦接于所述至少一个电极的直流(DC)功率源。

12.如权利要求10所述的基板支撑组件，所述基板支撑组件进一步包括：

耦接于所述第一导电板的射频(RF)功率源。

13.如权利要求12所述的基板支撑组件，所述基板支撑组件进一步包括：

射频(RF)匹配网络，所述射频(RF)匹配网络设置于所述电容组件和所述RF功率源之

间。

14.如权利要求10至13任一项所述的基板支撑组件，其中所述基板支撑组件是静电夹盘。
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用于将射频(RF)与直流(DC)能量耦合至一或多个公共电极的

电容组件

技术领域

[0001] 本公开内容的实施方式大体涉及基板处理设备。

背景技术

[0002] 基板上微电子装置的形成经常需要在沉积腔室中沉积的多层薄膜，举例而言，沉

积腔室诸如物理气相沉积(PVD)腔室、原子层沉积(ALD)腔室、化学气相沉积(CVD)腔室等。

静电夹盘(chuck)经常被用以在沉积处理期间静电保持基板于基板支撑件上。通常对夹盘

中的电极供以来自直流(DC)电源的直流功率，以静电保持基板于夹盘上。

[0003] 此外，射频(RF)能量经常也被供应至基板支撑件中的电极，以控制朝向基板行进

的接踵而至的离子能量。在一些情形中，DC及RF能量被提供至同一电极。举例来说，将高电

流DC功率传送至静电夹盘中的一或多个电极，同时将使RF功率与DC电流隔离。真空类的电

容已被用以将RF功率与DC电流隔离。然而，发明人注意到真空类的电容尺寸大(例如，约2-3

英寸)，且用光了有用的空间。此外，为了满足在静电夹盘中增加的功率需求，甚至更大的电

容器将是必需的，因而进一步用光有用的空间。其它传统设计包含直列式(in-line)阵列的

电容。然而，发明人相信直列式阵列也是效率低的，因为必须增加额外的电容，以满足静电

夹盘增加的功率需求。

[0004] 因此，发明人提供用于将RF及DC能量耦合至电极的改良的电容组件的实施方式。

发明内容

[0005] 本文提供用于将射频(RF)与直流(DC)能量耦合至电极的电容组件及包含所述电

容组件的基板支撑件的实施方式。在一些实施方式中，电容组件包含：第一导电板，用以接

收来自RF功率源的RF功率，第一导电板包含中心孔；至少一个电容，所述至少一个电容耦接

至第一导电板并围绕中心孔；及第二导电板，第二导电板经由至少一个电容耦接至第一导

电板，且第二导电板包含输入接嘴(tap)及至少一个输出接嘴，输入接嘴用以接收来自DC功

率源的DC功率，至少一个输出接嘴用以将RF及DC功率耦合至电极。

[0006] 在一些实施方式中，用于将RF与DC功率耦合至电极的电容组件包含：圆形导电板，

用以接收来自RF功率源的RF功率，圆形导电板包含中心孔；多个电容，多个电容耦接至第一

导电板并围绕中心孔径向设置；及第二导电板，第二导电板经由多个电容耦接至圆形导电

板，且第二导电板包含输入接嘴及至少一个输出接嘴，输入接嘴用以接收来自DC功率源的

DC功率，至少一个输出接嘴用以将RF及DC功率耦合至电极。

[0007] 在一些实施方式中，基板支撑组件包含：基板支撑件，基板支撑件包含至少一个夹

持电极；直流(DC)功率源；射频(RF)功率源；及至少一个电容组件，所述至少一个电容组件

电性耦接至至少一个夹持电极。至少一个电容组件包含：第一导电板，用以接收来自RF功率

源的RF功率，第一导电板包含中心孔；至少一个电容，所述至少一个电容耦接至第一导电板

并围绕中心孔；及第二导电板，第二导电板经由至少一个电容耦接至第一导电板，且第二导
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电板包含输入接嘴及至少一个输出接嘴，输入接嘴用以接收来自DC功率源的DC功率，至少

一个输出接嘴用以将RF及DC功率耦合至电极。

[0008] 以下对本公开内容的其它的及进一步的实施方式进行描述。

[0009] 附图简单说明

[0010] 以上简要概述的、以及下文更详细论述的本公开内容的实施方式可通过参照附图

中所描绘的本公开内容的说明性实施方式而理解。然而，附图仅图示了本公开内容的典型

实施方式，因而不应被视为对本公开内容的范围的限制，因为本公开内容可允许其它等同

有效的实施方式。

[0011] 图1描绘依据本公开内容的一些实施方式的适于与发明的电容组件一起使用的处

理腔室的简化示意图。

[0012] 图2描绘依据本公开内容的一些实施方式的电容组件的示意图。

[0013] 图3描绘依据本公开内容的一些实施方式的电容组件的等距视图。

[0014] 图3A描绘依据本公开内容的一些实施方式的电容组件的侧截面图。

[0015] 图4描绘依据本公开内容的一些实施方式的电容组件的侧截面图。

[0016] 图5描绘依据本公开内容的一些实施方式的电容组件的示意图。

[0017] 为了便于理解，尽可能使用了相同的数字符号以标示附图中共通的相同元件。附

图不是依据尺寸而绘制，且可能为了清楚而简化。一个实施方式的元件及特征在没有进一

步地详述的前提下可有益地并入其它实施方式中。

具体实施方式

[0018] 本文提供电容组件及包含所述电容组件的基板支撑件的实施方式。发明的电容组

件的实施方式可于直流(DC)及RF功率皆供应至公共电极时，有利地防止DC与射频(RF)功率

间干扰。发明的电容组件的实施方式可有利地对现有的基板支撑件易于进行改进，因此避

免对现有基板支撑件不必要且可能昂贵的改装。

[0019] 图1描绘依据本公开内容的实施方式的适于与电容组件一起使用的示例性基板处

理腔室的简化的侧视示意图。处理腔室100可为适于处理基板的任何种类的处理腔室，举例

来说，诸如物理气相沉积(PVD)腔室、原子层沉积(ALD)腔室、化学气相沉积(CVD)腔室，或类

似的腔室。示例的处理腔室可包含可自加州圣克拉拉市的应用材料公司取得的处理腔室及

从其它制造商取得的处理腔室。

[0020] 如图1中所示，处理腔室100可包括腔室主体102、盖组件104及基板支撑件108，盖

组件104包含紧固至盖组件104的靶106(或喷淋头)，基板支撑件108用以保持基板110处于

与靶材106相对的位置。尽管图1描绘靶106，还可依据腔室构造而选择性地以喷淋头或其它

处理部件替代靶106，并且将喷淋头或其他处理部件设置于靶106的位置。发明的电容组件

可一般地用于RF及DC能量被供应至公共电极的任何处理腔室中。

[0021] 处理腔室100具有内容积，内容积包含处理容积105。举例来说，处理容积105可界

定于基板支撑件108与靶106(或喷淋头或腔室的盖)之间。基板支撑件108包含静电夹盘，以

保持基板110于基板支撑件上。合适的基板110包含：圆形基板，诸如200mm、300mm、450mm或

其它直径的半导体晶片；或矩形基板，诸如玻璃面板或类似基板。

[0022] 基板支撑件108包含电极114，电极114耦接至一或多个RF功率源及DC功率源。因
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此，电极114同时为RF偏压电极和夹持电极。电极114通过一或多个各自的匹配网络(显示为

匹配网络118)耦接至一或多个RF功率源(显示为一个RF功率源116)。RF功率源116可以提供

适合于处理腔室中使用的任一频率的连续或脉冲功率，例如依据腔室构造、基板成分及待

执行的特定工艺而定的频率。可以为正执行的工艺供以合适量级的RF功率。

[0023] 电极114进一步耦接至DC功率源126，以供应DC功率至电极114。当DC功率源126用

以提供充足的能量给期望的应用(例如，静电夹持基板至基板支撑件)时，DC功率源126可以

是任一种合适的DC功率源。

[0024] 电容组件124设置于RF功率源116与电极114之间。若匹配网络118存在，则电容组

件124也设置于匹配网络118与电极114之间。DC功率源126在电容组件124和电极114之间的

接点处耦接至电极114。尽管以下的说明是关于静电夹盘的，但是电容组件124可被用于DC

电压需要被阻隔且RF被连接或匹配的任何应用中。

[0025] 在一些实施方式中，基板支撑件108可耦接至升降机构112，以控制基板支撑件108

的位置。升降机构112可在适于将基板传送进出腔室的较低位置(如图示)与适于处理的较

高位置之间移动基板支撑件108。

[0026] 在一些实施方式中，一或多个RF功率源(显示为一个RF功率源120)可以耦接至处

理腔室100，以供应RF功率至靶106。举例来说，RF功率源120可经由一或多个各自的匹配网

络(显示为一个匹配网络122)耦接至处理腔室100的盖组件104。

[0027] 图2描绘依据本公开内容的一些实施方式的电容组件200的示意图。电容组件200

可作为如上所讨论的关于图1的电容组件124而使用。电容组件200包含第一导电板202、第

二导电板206及多个电容204，多个电容204设置于第一导电板202与第二导电板206之间且

电性耦接于第一导电板202与第二导电板206之间。多个电容204可以任何合适的方式(诸如

通过软焊(soldering)、硬焊(brazing)或类似方式)而与第一及第二导电板的各个导电板

电性耦接。

[0028] 多个电容204以圆形阵列的方式布置(如图3-4中的说明性实例所示)。在一些实施

方式中，多个电容204以圆形阵列布置，圆形阵列是相关于圆形阵列的中央轴而轴对称的

(如图3-4的说明性实例中所示)。在一些实施方式中，约9个电容设置于圆形阵列中。然而，

电容的数量仅受电容组件200的尺寸限制，且任何数量(亦即，一或多个)的电容可替代地使

用。多个电容204的每个电容具有实质相同的电容量。多个电容204可一般地包含任何数量

的任何尺寸的电容，这取决于RF功率的频率及物理空间限制。

[0029] 第一导电板202耦接至RF功率源116(当匹配网络118存在时，则通过匹配网络118

耦接至RF功率源116)，以从RF功率源116接收RF功率。第二导电板206例如经由导体210电性

耦接至负载208。举例来说，负载208可为如前面所述关于图1的电极114。在一些实施方式

中，第二导电板206可例如使用附加导体212在多个位置处耦接至负载208。在一些实施方式

中，导体210和附加导体彼此实质均匀地间隔开，以有利地接收由RF功率源116所提供的RF

功率的近似相等的部分，并将由RF功率源116所提供的RF功率的近似相等的部分分配给负

载208。

[0030] DC功率源126也在一或多个位置处耦接至负载208。在一些实施方式中，DC功率源

126耦接至第二导电板206，以从DC功率源126接收DC功率，以致DC功率源126经由导体210

(若存在任何附加导体212的话，则经由任何附加导体212)而耦接至负载208。在一些实施方
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式中，DC功率源126可经由附加导体212或直接或间接耦接DC功率源126至负载208的独立的

导体(未图示)而耦接至负载208。

[0031] 在操作中，RF能量由RF功率源116提供至第一导电板202。RF能量越过多个电容204

而行进至第二导电板206。多个电容的径向布置相较于传统的矩形阵列而言，有利地提供更

平均分配的RF功率给负载的各部分，而传统的矩形阵列显示出不令人满意的分配。RF能量

经由导体210及任何附加导体212耦合至负载208。DC功率由导体210(及任何附加导体212)，

或经由独立的导体(未图示)耦合至负载208。在一些实施方式中，DC功率源126耦接至第二

导电板206，且DC功率源经由导体210及任何附加导体212耦接至负载208。

[0032] 图3描绘依据本公开内容的一些实施方式的说明性电容组件300的等距视图。电容

组件300是关于电容组件200的特定构造的说明，且并不表示为对本公开内容的范围的限

制。电容组件300包含第一导电板302和第二导电板304。多个电容306设置于第一导电板302

和第二导电板304之间并电性耦接第一和第二导电板302、304。第一和第二导电板302、304

可由任何合适的导电材料形成。在一些实施方式中，第一和第二导电板302、304可涂布有耐

污(tarnishing)或耐氧化的材料，诸如银、金或其它阻抗不会不利地受到污染而影响的金

属)。举例来说，在一些实施方式中，第一及第二导电板302、304由铜形成，并具有银涂层。

[0033] 如图3中所示，第一导电板302可为圆形或具有其它的对称形状，以提供实质均匀

的RF能量给多个电容306每一个。第一导电板302包含用以将RF能量耦合至第一导电板302

的特征结构，诸如孔308。在一些实施方式中，特征结构可对中位于第一导电板302内或上。

举例来说，如图3中所示，孔308对中位于第一导电板302上。在一些实施方式中，可以对孔

308攻丝，以接收对应螺纹的螺栓。

[0034] 耦接于RF功率源116的导体，(诸如来自匹配网络118的输出)耦接至第一导电板

302。举例来说，在一些实施方式中，导体可经由孔308被螺栓固定于第一导电板302。图3A描

绘依据本公开内容的一些实施方式的电容组件300的侧截面图。在一些实施方式中，如图3A

中所示，第三导电板316可耦接至来自匹配网络118的输出。第三导电板316可耦接至第一导

电板302，例如采用螺栓318拧入第一导电板302的孔308。在一些实施方式中，第一导电板

302可进一步包括槽314，以接收RF垫圈310，并且垫圈310增加第三导电板316的表面与第一

导电板302的面对表面间的表面接触，因而提高RF电流的强化流至第一导电板302。RF垫圈

310可由具有金属涂层的任何导电材料所形成，金属涂层的阻抗不会不利地受到污染而影

响。在一些实施方式中，RF垫圈310由镀银的铜形成。

[0035] 回到图3，多个电容306可分别地为适合应用的任何传统电容举例来说，传统电容

是例如瓷类的陶瓷电容，然而其它种类的电容也可使用。在一些实施方式中，多个电容围绕

孔308径向地布置，以确保均匀传送RF功率给第二导电板304。多个电容306的径向布置进一

步有利地避开电容组件300中的高温区域，并减少电容组件300的总尺寸。电容306的尺寸经

选择以确保第一导电板302和第二电板304间的距离够大，以避免电弧产生并确保足够的电

压阻隔。在一些实施方式中，具有期望电容量的管状电容可替代地用于取代多个电容306。

[0036] 第二导电板304的以下说明参照图3和图4。图4描绘显示多个电容306的电容组件

300的侧截面图。在一些实施方式中，第二导电板304可包含孔402。孔402可位于第二导电板

304的中心内。在一些实施方式中，第二导电板304可包含一对凸缘404。凸缘404可设置于邻

近第二导电板304的第一端408且在第二导电板304的大体相对侧上。
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[0037] 输入接嘴412可设置于第二导电板304中。在一些实施方式中，输入接嘴412形成于

第二导电板304的第一端408中。在一些实施方式中，输入接嘴412邻近于第一端408的中心

而形成。输入接嘴412可耦接至DC功率源(例如，DC功率源126)，以接收DC功率。

[0038] 第二导电板304包含一或多个输出接嘴312，以输送功率至负载(例如，于前所述与

图2相关的负载208)。在提供多个输出接嘴312的实施方式中，输出接嘴312可彼此等距地间

隔。在提供多个输出接嘴312的实施方式中，输出接嘴312可轴对称地配置在第二导电板304

上。输出接嘴312的对称轴可与多个电容306的对称轴相同。在一些实施方式中，输出接嘴

312形成于凸缘404的各个凸缘中，及第一端408对面的第二导电板304的第二端406中。

[0039] 一或多个输出接嘴312可电性地耦接至负载(例如，电极114)。输出接嘴312围绕第

二导电板304的对称配置促进更均匀的输送DC和RF功率至负载。然而，输出接嘴312可形成

于第二导电板304上的任何地方。每一个输出接嘴312可与不同的负载(例如，不同的电极)

或相同的负载(例如，相同的电极)相关。在一些实施方式中，滤板(未图示)可设置于第二导

电板304和DC功率源126之间，以避免RF能量行进至DC功率源126。

[0040] 图4说明性描绘九个电容。然而，可使用任何数量的电容以传送期望数量的功率至

负载。举例来说，第一和第二导电板302、304的直径可以是增大的(或减小的)以容纳更多的

(或更少的)电容，以满足更高(或更低)功率需求。替代地或结合地，可使用具有不同值的电

容以满足特定的频率需求。

[0041] 图5描绘依据本公开内容的一些实施方式的电容组件500的示意图。在一些实施方

式中，两或更多个电容组件(类似于如上所述的电容组件200或300)可以经堆叠(stack)，以

增加能由组件处理的功率量。在一个堆叠结构中，中间导电板502(类似于第一导电板302)

由多个第一电容306耦接至第一导电板302，并由多个第二电容506耦接至第二导电板304。

在一些实施方式中，中间导电板502可直接耦接至第二中间导电板504(如以局部剖视图所

示)，且第二中间导电板504由多个第二电容506耦接至第二导电板304。提供第二中间导电

板504有利地帮助组件建构及组件模块的简化。

[0042] 若需要提供至负载(例如，电极114)的电压量是非常大的，将会需要这样的结构。

在电压是非常大的这种情形中，第二导电板304(接收DC功率)及第一导电板302(自匹配网

络118接收RF功率)间的距离必须够大，使得RF功率与DC电流分离。堆叠的电容组件300将实

现必须的电压分离。或者，可使用较长的电容或经堆叠的电容，以增加第一导电板302和第

二导电板304间的距离。

[0043] 尽管前述是针对本公开内容的实施方式，但在不脱离本公开内容的基本范围的前

提下，可设计其它的和进一步的实施方式。
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图2
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图3

图3A
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图4
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